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Рассмотрен эффект образования слоев нанопориситого Ge при низкоэнергетичесмкой высокодозовой имплантации пластин монокристаллического c-Ge ионами переходных металлов (52Cr+, 55Mn+, 56Fe+, 59Co+, 59Ni+, 63Cu+, 108Ag+, 115In+ и 122Sb+) в дополнение к ранее опубликованным данным [1]. Представлены результаты по особенностям образования [2], а также по физико-химическим характеристикам PGe слоев, в зависимости от условий и параметров ионной имплантации. Пример поверхности нанопористого Ge приведен на Рис. 1.

Рис.1 Изображение, полученное на сканирующем электронном микроскопе, поверхности нанопористого Ge, сформированной низкоэнергетической имплантацией ионами 56Fe+.
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